Zastrzezenie patentowe

Sposbb wytwarzania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z dodatkowym poziomem energetycznym
(3) w padmie zabronionym péiprzewodnika (8), sktadajgcego sie z warstwy krzemu typu p (2)
i warstwy krzemu typu n (4), atakze elektrody dolnej (1) i gérnej (6) wraz z warstwg pasywujaca
powierzchnie i powtokg antyrefleksyjng (5), w ktérym teksturyzuje sie, domieszkuje sie metodg
implantacji jonowej, wygrzewa sie poimplantacyjnie i pasywuje, a nastepnie osadza sie powloke
antyrefleksyjna i nanosi si¢ elektrody oraz utwardza w piecu, znamienny tym, ze warstwe krzemu
typu n (4) domieszkowang antymonem, o rezystywno$ci p od 0,01 Qxcm, do 10 Qxcm, korzystnie
0,01 Qxcm, implantuje sie jonami neonu o dawce D od 1,0x10'8 cm=2 do 4,0x10'* cm=, korzystnie
1,5x10'* cm2i energii E = 100 keV, a nastepnie wygrzewa izochronicznie w temperaturze Ta = 598 K,

w czasie t =15 min.
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